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본  리 타겟  타겟 리  스 링  리 타겟  사  후 가열과 염산 에 담가 어 킹

브  주  상에 타겟  합 고 시키는 듐  시켜 거하는 한편 킹 브  수거함   재

할 수 도  함에 그  다.   해 는 본  듐(Indium)과 상  듐보다  

  우 (Media powder)  루어진 합 합 에 해 킹 브  주 에 타겟  착 고  

리 타겟  사  후 킹 브  타겟  리하는 에 어 , (a) 듐  도 상  리 타겟

 가열  통해 듐   시켜 거하는 단계; (b) 단계(a) 과   듐   거  상태  

리 타겟  염산 에 담가 어 듐과  우  식시키는 단계; (c) 단계(b) 과  염산  통

해 듐과  우  식시킨 상태  리 타겟  듐  도 상  가열하여 나 지  듐

 거하는 단계;  (d) 단계(c) 과  가열  통해 듐   거한 다  킹 브  주

타겟  측  어 리하는 단계  포함한  루어진다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

듐(Indium)과 상  듐보다    우 (Media powder)  루어진 합 합 에 해 킹

브  주 에 타겟  착 고  리 타겟  사  후 상  킹 브  상  타겟  리하는 에

어 ,

(a) 상  듐  도 상  상  리 타겟  가열  통해 상  듐   시켜 거하는 단

계;

(b) 상  단계(a) 과   듐   거  상태  상  리 타겟  염산 에 담가  상태  상

듐과  우  식시키는 단계;

(c) 상  단계(b) 과  염산  통해 상  듐과  우  식시킨 상태  상  리 타겟

상  듐  도 상  가열하여 나 지  상  듐   거하는 단계; 

(d) 상  단계(c) 과  가열  통해 듐   거한 다  상  킹 브  주  상  타겟

측  어 리하는 단계  포함한  루어진 것  특징  하는 리 타겟  타겟 리 .

청 항 2 

 1 항에 어 , 상   우 (Media powder)는 샌드(Sand), 스 리스 스틸(S/S), 리(Cu), 스

(W), 스  헥사카 보닐(Tungsten hexacarbonyl)  산 루미늄(Al2O3)  루어진  택  하나

상  루어진 것  특징  하는 리 타겟  타겟 리 .

청 항 3 

 2 항에 어 , 상  단계(a) 과 과 단계(c) 과 에  상  리 타겟  가열 도는 156.61℃ 상  것

 특징  하는 리 타겟  타겟 리 .

청 항 4 

 3 항에 어 , 상  단계(a) 과 에  상  리 타겟  가열시 어 거 는 듐  사  듐

체 량  75∼80 량%   는 것  특징  하는 리 타겟  타겟 리 .

청 항 5 

 4 항에 어 , 상  단계(b) 과 에  염산  염산 5∼50 량%   50∼95 량%  비  합

어  것  특징  하는 리 타겟  타겟 리 .

청 항 6 

 5 항에 어 , 상  단계(b) 과 에  염산 에 상  단계(a) 과  거친 리 타겟  담그는 시간

 48∼96시간   침 시키는 것  특징  하는 리 타겟  타겟 리 .

청 항 7 

 1 항 내지  6 항  어느 한 항에 어 , 상  단계(c) 과 에  상  리 타겟  가열시 상  리

타겟  는 가운  가열 는 것  특징  하는 리 타겟  타겟 리 .

  

 술  

본  리 타겟  타겟 리 에 한 것 , 욱 상 하게는 스 링  리 타겟  사  후 가[0001]

열과 염산  담가 는 것  통해 킹 브  주  상에 타겟  합 고 시키는 듐   거하여 타

겟   리  킹 브  재 할 수 도  하는 리 타겟  타겟 리 에 한 것 다.
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 경  술

 스 링(Sputtering)   에 막  태  착하는 술  말하는 것 , 러한 스[0002]

링  믹 나 도체 재 등에   만들  해 고진공 상태에  고체  시켜 막(Thin

film) 나 후막(Thick film)  하는 경우에 사 다.

다시 말해 , 술한  같  스 링(Sputtering)  진공 에 가스(주  곤 가스(Ar gas))  도[0003]

시키  과 타겟(Target : 착 어지는 질 Cr·Ti 등) 사 에 직  가하여 시킨 곤

 타겟에 돌시켜  타겟 질  에 막 시키는 다.  또한, 곤 가스  같  미량  O2·N2가

스  는 것에 해　  스 링(ITO·TiN 등)  행할 수 다.

술한  같  스 링  건식도  어 코 하는 상  체나 고 체에 시키지 고[0004]

도 처리가  다.   그에  ,  여러  가지  재료(수지·Glass·Ceramic· 타)  재 · 에  

들 , 극·실드(Shield)·마스킹(Masking)  사 어지고 다.

한편, 술한  같  코 나 막과 같  도 처리  하는 스 링 비에  고  가하는 극[0005]

 리 타겟  사 다.  러한 스 링  리 타겟  원통  킹 브  킹 브  주  결

합 는 원통  타겟  루어지  타겟  듐(Indium)   결합에 한 합  통해 킹 브

주  상에 합 어 체 다.

술한  같  듐(Indium)  주  13  에 하는  원 , 1863 에 난드 [0006]

크  도  리 가 연 에   색 택  나는 듐  견해 독특한 남색(indigo)  스 트

럼  내 는다고 해  듐 고 하 다.

그리고, 술한  같  듐(Indium)   끗한 리  다  에 달 거나 시는 특 한 질[0007]

  에 리· · · 믹· 리  사   (鎔接密封)하는  쓰 , 내식 (耐蝕性)

 가시키고 에 착  막(油膜)  하  에 항공  엔진 어링  도 (塗裝)하는 에도 쓰

다.

그러나, 술한  같  스 링  리 타겟  에  원통  킹 브 주  상에 원통  타겟[0008]

합 도  하는 듐(Indium)  귀 에 하여 고가 는 에  스 링  리 타겟  에  생

산단가  상승  게 는 가 다.

울러, 술한  같  스 링  리 타겟  하는 원통  킹 브 주  상에 원통  타겟[0009]

합 도  하는 듐(Indium)  귀  그 공 량  많지  에 시  가격  매우 하여

수 에 가 는 가 다.

술한  같   술   해결하  해 본 원  특허 원 2010-67611  "스 링  [0010]

리 타겟  합    한 리 타겟 합 "  원한  다.  러한 술  킹 브

주 에 고  가가 루어지는 타겟  합시키는 스 링  리 타겟 합 합  , 합

합  듐(Indium)과  우 (Media powder)  한 술 다.

다시 말해 , 술한  같  스 링  리 타겟 합 합  에   우 (Media powder)[0011]

는 비 체  비  듐(Indium)에 비해 거운 원 들  루어진다.  , 스 링  리 타겟

합 합  에  듐(Indium)   상태  고, 비 체  비  듐(Indium)에 비해

거운 원   우 (Media powder)는 말 상  어진다.

술한   같  스 링  리  타겟  합  합  에  듐(Indium)과   우 (Media[0012]

powder)  비는 듐(Indium) 5∼50 량%   우 (Media powder) 50∼95 량%  비  

다.  ,  듐(Indium) 5∼50 량%  킹 브 주 과 타겟 내주  사  공간에  한 상

태에  말 상   우 (Media powder) 50∼95 량%  하여 진동 또는  통해  상태

듐(Indium)과 말 상   우 (Media powder)  합  루어지는 가운  킹 브 주  상에 타

겟  합  루어질 수 도  한다.

한편, 술한  같    스 링  리 타겟  사 시 타겟 만  닳  없어지  [0013]

에 킹 브  듐  재  가능함에도 하고, 타겟   킹 브  합재료 가 재 지 못

하고 는 실 다.  특 , 듐(Indium)  경우 귀 에 하여 고가 는 에도 하고 지고 다.
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 내

해결하 는 과

본   술    해결하  해  것 , 스 링  리 타겟  사  후 가열과[0014]

염산 에 담가 는 것  통해 킹 브  주  상에 타겟  합 고 시키는 듐  시켜 거하는 한

편 타겟  리  킹 브  재 할 수 도  한 리 타겟  타겟 리  공함에 그  다.

울러, 본 에  술  스 링  리 타겟  사  후 가열과 염산 에 담가 는 것  통해 킹[0015]

브  주  상에 타겟  합 고 시키는 듐  시켜 거하는 한편 타겟  리  킹 브  재

함   생산단가   수 도  함에 다.

과  해결 수단

술한  달 하  해 는 본  다 과 같다.  , 본 에  리 타겟  타겟 리[0016]

 듐(Indium)과 상  듐보다    우 (Media powder)  루어진 합 합 에 

해 킹 브  주 에 타겟  착 고  리 타겟  사  후 킹 브  타겟  리하는 에 

어 , (a) 듐  도 상  리 타겟  가열  통해 듐   시켜 거하는 단계; (b)

단계(a) 과   듐   거  상태  리 타겟  염산 에 담가 어 듐과  우

식시키는 단계; (c) 단계(b) 과  염산  통해 듐과  우  식시킨 상태  리 타겟

듐  도 상  가열하여 나 지  듐   거하는 단계;  (d) 단계(c) 과  가열  통해

듐   거한 다  킹 브  주  타겟  측  어 리하는 단계  포함한 

루어진다.

술한  같   본 에  술 에   우 (Media powder)는 샌드(Sand), 스 리스[0017]

스틸(S/S), 리(Cu), 스 (W), 스  헥사카 보닐(Tungsten hexacarbonyl)  산 루미늄(Al2O3)  루

어진  택  하나 상  루어질 수 다.

그리고, 본 에  에  단계(a) 과 과 단계(c) 과 에  리 타겟  가열 도는 156.61℃ 상[0018]

 루어질 수 다.

한편, 본 에   단계(a) 과 에  리 타겟  가열시 어 거 는 듐  사  듐[0019]

체 량  75∼80 량%   는  루어질 수 다.

또한, 본  에  단계(b) 과 에  염산  염산 5∼50 량%   50∼95 량%  비  합[0020]

어  수 다.

술한 본 에  에  단계(b) 과 에  염산 에 단계(a) 과  거친 리 타겟  담그는 시[0021]

간  48∼96시간   침 시키는  루어질 수 다.

울러, 술한  같  본 에   단계(c) 과 에  리 타겟  가열시 리 타겟  [0022]

는 가운  가열 는  루어질 수 다.

 과

본  술에  스 링  리 타겟  사  후 가열과 염산 에 담가 는 것  통해 킹 브[0023]

주  상에 타겟  합 고 시키는 듐  시켜 거하는 한편 타겟  리  킹 브  재 할 수가

다.

울러, 본 에  술  스 링  리 타겟  사  후 가열과 염산 에 담가 는 것  통해 킹[0024]

브  주  상에 타겟  합 고 시키는 듐  시켜 거하는 한편 타겟  거  킹 브  재

함   생산단가   수가 다.

도  간단한 

도 1  본 에  술   리 타겟  타겟 리  보  블 도.[0025]

도 2 는 본 에  술  는 리 타겟  보  사시도.
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도 3  본 에  술  는 리 타겟  보  단 도.

 실시하  한 체  내

하에 는  본   직한  실시 에   리  타겟  타겟 리  보다  상 하게 하[0026]

한다.

도 1  본 에  술   리 타겟  타겟 리  보  블 도, 도 2 는 본 에 [0027]

술  는 리 타겟  보  사시도, 도 3  본 에  술  는 리 타겟  보  단

도 다.

, 본  킹 브  듐(Indium)  재  한 타겟  리  하 에  본 에  사[0028]

어질 리 타겟  도 술한  같  본 원  특허 원 2010-67611  "스 링  리

타겟  합    한 리 타겟 합 "  술에 해  것 , 상  합 

해당 에 개시   같   합 합 다.

본 에  술  상  는 리 타겟  상  합 합  통해 킹 브  주 에 고  [0029]

가가 루어지는 타겟  합시키는 과  통해 다. 보다 상 하게는, 수평  맞 어진 에 킹 브

 수직  치시킨 다  타겟  킹 브  주  결합시켜 킹 브  주 과 타겟  내주  사

에 공간  도  치시키고, 킹 브  타겟  가열하는 가운  킹 브  주 과 타겟  내주

사  공간에  듐(Indium)   한 상태에  말 상   우 (Media powder)  하

여 진동 또는  통해  우 가 균 하게 포 어 리할 수 도  한 다  냉각시킴  킹

브  주  상에 타겟  합  루어진다.

다시 말해 , 특허 원 2010-67611 에  리 타겟  킹 브  주 과 타겟  내주  사  공간[0030]

에 듐(Indium)과  우 (Media powder)  루어진 합 합 에 해 합  루어지는 , 킹

브  주 과 타겟 내주  사  공간에   듐(Indium)과  상   우 (Media powde

r)  균 하게 포 도  하여 고 시킴  킹 브  타겟  결합시키게 다.

한편,  술한   같  킹 브  주 에  타겟  합시키  한  합  합   하는  듐[0031]

(Indium)  주  13  에 하는 귀  원 , 러한 듐(Indium)  납보다 연하  가

뛰어나고, 톱  지 , 어  태 도 변  가능하다.  또한, 듐(Indium)  주 과 마찬가지  순수

한  릴 는 날카 운 리가 난다.  만큼 나 귀하  평균  지각 게  0.1ppm 도 재

한다.  천연에 는 결합 상태  산  여러  , 특  연과 납  산  얻어진다.

울러, 술한  같  듐(Indium)   끗한 리  다  에 달 거나 시는 특 한 질[0032]

  에 리· · · 믹· 리  사  (鎔接密封)하는  쓰 , 내식 (耐蝕性)

가시키고 에 착  막(油膜)  하  에 항공  엔진 어링  도 (塗裝)하는 에도 쓰

다.  러한 듐(Indium)  는  156.61℃ 고, 비  7.31(20℃) 다.

술한  같  합 합  에  비 체  비  듐(Indium)에 비해 거운 원  [0033]

우 (Media  powder) 는  샌드(Sand),  스 리스  스틸(S/S),  리(Cu),  스 (W),  스  헥사카 보닐

(Tungsten hexacarbonyl)  산 루미늄(Al2O3)  루어진  택  하나 상  루어진다.

한편, 술한  같   리 타겟(100)  하는 킹 브(110)  타겟(120)  리하는 본 [0034]

에  술  도 1 내지 도 3 에 도시   같  (a) 듐(132)  도 상  리 타겟(100)

가열  통해 듐(132)   시켜 거하는 단계(S100), (b) 단계(a) 과 (S100)   듐(132)

 거  상태  리 타겟(100)  염산 에 담가 어 듐과  우 (134)  식시키는 단계

(S110), (c) 단계(b) 과 (S110)  염산  통해 듐과  우 (134)  식시킨 상태  리 타겟

(100)  듐(132)  도 상  가열하여 듐(132)   거하는 단계(S120)  (d) 단계(c) 과

(S120)  가열  통해  듐(132)  거한 다  킹 브(110)  주  타겟(120)  측

어  리하는 단계(S130)  포함한  루어진다.   ,  본  에   에   우

(Media  powder)는  샌드(Sand),  스 리스  스틸(S/S),  리(Cu),  스 (W),  스  헥사카 보닐(Tungsten

hexacarbonyl)  산 루미늄(Al2O3)  루어진  택  하나 상  루어진다.

술한  같  는 본 에  술   한  같  듐(132)과  우 (134)[0035]
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루어진 합 합 (130)에 해 결합 는 리 타겟(100)  듐(132)  시켜 킹 브(110)  주

과 타겟(120)  내주  사  공간  러내리도  함  킹 브(110)  주  타겟(120)

리가 루어질 수 도  하여 킹 브(110)  재  가능하도  한 술 다.

다시 말해 , 본 에  술  리 타겟(110)  듐(132)   상  가열하여  듐[0036]

(132)  킹 브(110)  주 과 타겟(120)  내주  사  공간  러내리도  한 다 (S100), 

듐(132)  거  리 타겟(100)  염산 에 담가 어 듐(132)과  우 (134)  식  루어

질 수 도  한다(S110).

그리고, 술한  같  염산  통해 듐(132)과  우 (134)  식  루어질 수 도  한[0037]

다 (S110)에는 리 타겟(100)   상  가열하여 듐(132)  시켜 나 지  듐(132)  킹

브(110)  주 과  타겟(120)  내주  사  공간  러내리도  한다(S120).   어 ,  킹 브

(110)  타겟(120)  측  어 킹 브(110)  타겟(120)  리한다(S130).

술한  같  킹 브(110)  주  타겟(120)  리시 리 타겟(100)  가열하는 도는 [0038]

듐(132)   156.61℃ 상  가열하  보다 하게는 160℃ 상  가열한다.  , 사 한 

리 타겟(100)  듐(132)  도 상  가열하게  듐(132)과  우 (134)  루어진 

합 합  듐(132)  그 만  어 러내리게 다. 

그리고, 염산 에 리 타겟(100)  담가 어 듐(132)과 식시킨 후, 다시 듐(132)   156.61℃[0039]

상  가열하게  식  스 리스 스틸 볼(134)과 리  나 지  듐(132)  어 러내림

 타겟(120)  킹 브(110)  리가 루어진다.

본 에  리 타겟  타겟 리  보다 상 하게 하  다 과 같다.  , 본  듐[0040]

(Indium, 132)과  우 (134)  루어진 합 합 (130)에 해 킹 브(110)  주 에 타겟(12

0)  합 고  리 타겟(100)  상  한다.

술한  같  리 타겟(100)  킹 브(110)  타겟(120)  리하는 과  단계(a) 과  사[0041]

 리 타겟(100)  가열하여 1차   듐(132)  시키  한 과 (S100) , 러한 단계

(a) 과 (S100)  도 1 내지 도 3 에 도시   같  듐(132)  도 상  리 타겟(100)  가

열  통해 듐(132)   시켜   듐(132)  거한다.

한편, 술한  같  단계(a) 과 (S100)에  리 타겟(100)  가열 도는 도 술한  같  듐[0042]

(132)   156.61℃ 상  리 타겟(100)  가열하여 합 합 (130)  듐(132)  도

한다.  보다 하게는 160℃ 상  가열하여  듐(132)  킹 브(110) 주 과 타겟(120) 내주

 사  공간  러내  거  수 도  한다.

그리고, 술한  같  단계(a) 과 (S100)  통해 킹 브(110) 주 과 타겟(120) 내주  사  공간에[0043]

고  상태  합  합 (130)  듐(132)  시켜  그   거하는 과 에  경  133mm  

2982mm  루어진 킹 브(110)  경 163mm  내경 135mm   2700mm  루어진 타겟(120), 합 

합 (130)  듐(132) 4,1kg과 스 리스 스틸 볼(134) 4.38kg  루어지는 리 타겟(100)  단계(a)

과 (S100)  통해 시킨 결과 3.2kg 내  듐(132)  어 거 었다.

술한  같  단계(a) 과 (S100)에  리 타겟(100)  가열시 어 거 는 듐(132)  비[0044]

 보  사  듐(132)  체 량  75∼80 량%   어 거 다 할 수 다.

다 , 본  하는 단계(b) 과  합 합 (130)  듐(132)과  우 (134)  염산[0045]

 통해 식시키  한 과 (S110) , 러한 단계(b) 과 (S110)  도 1 내지 도 3 에 도시   같

단계(a)  과 (S100)   듐(132)   거  상태  리 타겟(100)  염산 에 담가 어 듐

(132)과  우 (134)  식시켜 듐(132)과  우 (134)  리가 루어질 수 도  한다.

한편, 술한  같  단계(b) 과 (S110)에  염산  염산 5∼50 량%   50∼95 량%  비  [0046]

합 어   루어지고, 염산 에 단계(a) 과 (S100)  거친 리 타겟(100)  담가 는 시간

 48∼96시간   담가 다.

술한  같  단계(b) 과 (S110)에  염산  에  염산  도가 수  리 타겟(100)  염[0047]

산 에 담가 는 시간  짧 지고, 염산  도가 낮 수  리 타겟(100)  염산 에 담가 는 시간

어진다.  , 염산  도가 수  듐(132)과  우 (134)  식  보다 빨리 루어  듐
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(132)과  우 (134)  리가 보다 빨리 루어지고, 염산  도가 낮 수  듐(132)과  우

(134)  식  늦게 루어  듐(132)과  우 (134)  리도 늦게 루어진다.

그리고, 본  하는 단계(c) 과  염산 에 담가  리 타겟(100)  다시 가열하여 나 지  [0048]

듐(132)   거하는 과 (S120) , 러한 단계(c) 과 (S120)  도 1 내지 도 3 에 도시   같

단계(b) 과 (S110)  염산  통해 듐(132)과  우 (134)  식시킨 상태  리 타겟(100)

듐(132)  도 상  가열하여 식  스 리스 스틸(S/S) 볼(134)  리  듐(132)  

시켜 거한다.

한편, 술한  같  단계(c) 과 (S120)에  같  염산 에 담가  리 타겟(100)  가열하는 과[0049]

에 도  술한 단계(a) 과 (S100)에  같  리 타겟(100)  가열 도는 듐(132)   156.61

℃ 상  리 타겟(100)  가열하여 나 지  듐(132)  도  한다.  보다 하게는 160℃ 

상  가열하여  듐(132)  킹 브(110) 주 과 타겟(120) 내주  사  공간  러내

거  수 도  한다.

울러, 술한  같  단계(c) 과 (S120)에  리 타겟(100)  가열시 리 타겟(100)  시키는[0050]

가운  가열함  하다.  , 리 타겟(100)   5∼10rpm  시키  리 타겟(100)

가열함  보다 하다 할 것 다.

술한   같  단계(c)  과 (S120)  통해  리  타겟(100)  시키는  가운  듐(132)  [0051]

156.61℃ 상  가열하  보다 하게는 160℃ 상  리 타겟(100)  가열하여 염산 에 한 

듐(132)과  우 (134)  식에   우 (134)  리  나 지  듐(132)  도

한 다 , 킹 브(110)  주 과 타겟(120) 내주  사  어 러내  듐(132)  거가 루

어질 수 도  한다.

다 , 본  하는 단계(d) 과  듐(132)  거  상태  킹 브(110)  타겟(120)  리하[0052]

는 과 (S130) , 러한 단계(d) 과 (S130)  도 1 내지 도 3 에 도시   같  단계(c) 과 (S120)

가열  통해  듐(132)  거한 다 , 킹 브(110)  주  타겟(120)  측  어 

리하게 다.

다시 말해 , 단계(c) 과 (S120)  통해 리 타겟(100)  가열하여 나 지  듐(132)   거하게 [0053]

 킹 브(110)  주 과 타겟(120)  내주  사  공간에는  우 (134)  만  남게 어 킹 브

(110) 주  타겟(120)  리가 하게 다.

상에  같  본 에  술  듐(132)  거하여 킹 브(110)  주  타겟(120)  [0054]

리함  킹 브(110)  재 할 수 도  한다.

본  술한 실시 에 한 지 고 본  술사상  허 하는  내에  다 하게 변 하여 실[0055]

시할 수가 다.

 

100. 리 타겟                110. 킹 플 트[0056]

120. 타겟                       130. 합 합

132. 듐                       134. 스 리스 스틸 볼
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